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Figura 1 - Estrutura interna de um MOSFET do tipo crescimento de canal N [1].
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Figura 2 - Símbolos de MOSFETs do tipo crescimento de canal N e P.
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Figura 3 - Símbolos usuisl do transistor NMOS e PMOS da figura 2.
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Figura 4 - Curva característica ID versus VDS em função de VGS para o NMOS [1].
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Figura 5 - Característica de transferência de um transistor NMOS [1].
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Figura 6 - Curvas ID versus VD em função de VG para o transistor N4 do chip didático.
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Figura 7 - Porta lógica inversora com transistores MOSFET [1].
[image: image10.emf]
Figura 8 - Operação dos transistores PMOS e NMOS [1].
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Figura 9 - Circuito a ser montado.
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Figura 10 - Circuito a ser montado.
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